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(57)【要約】

【課題】薄膜化した量子井戸層を適用した場合において

も、電子移動度が高く、極低温まで動作可能で、温度安

定性が高い半導体積層体を提供する。

【解決手段】半導体積層体１は、基板２と、基板２上に

形成される第１障壁層３と、第１障壁層３上に形成され

る量子井戸層４と、量子井戸層４上に形成される第２障

壁層５と、第２障壁層５上に形成されるキャップ層６と

を備え、量子井戸層４が、ＩｎＡｓｘＳｂ１－ｘ（０．

３≦ｘ≦０．６）からなり、第１障壁層３及び第２障壁

層５が、ＡｌｙＩｎ１－ｙＳｂ（ｘ≦ｙ≦ｘ＋０．２）

からなる。

【選択図】図１
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